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概要（Summary）： 

 振動型 MEMS デバイスはセンサ、アクチュエータ

として広く利用されている。デバイス構造は SOIウェ

ハやCVDによって得られるSi薄膜を用いて作製され

る。CVDによって得られる Si薄膜はアモルファスま

たは多結晶状態にある。結晶粒界部では、デバイスの

駆動時に内部摩擦によるエネルギーの散逸が起こる

ため、結晶粒を大きく成長させて、結晶粒界を振動す

る構造から除外することで、デバイスの低エネルギー

損失化をはかれる。これまで、金属誘起横方向結晶成

長（Metal-induced Lateral Crystallization: MILC）

を利用した結晶粒の成長が報告されている。 

 デバイスの駆動法には種々の手法がある。中でも静

電駆動法は低消費電力の点で優れているが、Si薄膜に

導電性を付与しなければならない。 

 本研究では MILC を利用した結晶粒成長における

ドーパントの影響を検討し、得られる Si 薄膜を用い

てMEMS振動子を試作した。 

 

実験（Experimental）： 

 LPCVD 法によって、Si 基板上にアモルファス Si

薄膜(300nm)を堆積した。イオン注入装置を利用して、

リン、ボロンを Si薄膜に注入した。得られた Si薄膜

に Ni ナノ粒子を吸着させ、高温アニールすることで

(720°C)、MILCを行った。振動子構造を ICP-RIEに

よって形成し、犠牲層エッチングによってリリースし

た。結晶粒径、結晶方位に関しては、電子後方散乱法

(Electron BackScatter Diffraction: EBSD)で評価し

た。 

  

結果と考察（Results and Discussion）： 

Pドープした Si薄膜では結晶粒は 1m程度の結果

となった。ドープされた P が MILC を阻害している

と思われる。Pドープ Si薄膜は、Bドープ Si 薄膜よ

りも高い導電率を得ることができる点では優れている

が、結晶粒界を多く含むため、MEMS デバイス動作時

のエネルギー損失は大きいと考えられる。 

B ドープした Si 薄膜では、結晶成長が阻害されるこ

ともなく、10m 以上の結晶粒が観察された。結晶粒成

長の点では優れているが、活性化アニールによって得ら

れる導電性は、Pドープのものより低い。得られた結晶

粒は MEMS 構造に匹敵する 10m 以上の大きさに達し

ている。Niナノ粒子の吸着位置をパターニングして構造

と組み合わせた結晶化を行うことで、更なる低エネルギ

ー損失化が期待できる。 

 

 

図 1: (a) 試作したMEMS振動子のSEM像の一例。(b) P

ドープ振動子の EBSD像。(c) Bドープ振動子の EBSD

像。(d) 結晶方位マップ。 
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